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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania bezuzwojeniowych indukcyjnosci do uktaddw
mikroelektronicznych.

Dotychczas z ksigzki A. Chochowski ,Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektrykdw -
czest 2", Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spoétka Akcyjna, Warszawa 2003, Wydanie drugie
2009, str. 11, oraz z polskiego opisu patentowego 69 138 - Cienkowarstwowy element indukcyjny
0 uzwojeniu ptaskim w ksztatcie spirali z cienka warstwa ferromagnetyczng jako magnetowodem, zna-
ne sg cienkowarstwowe elementy indukcyjne o uzwojeniu ptaskim w ksztalcie spirali lub spiralnego
meandra prostokatnego, w ktérych magnetowéd stanowi cienka warstwa ferromagnetyczna lezaca
w ptaszczyznie réwnolegtej do ptaszczyzny cewki. Stosowane sg jedynie cewki tego typu na podtozu
dielektrycznym lub magnetycznym w postaci jednolitej w ptaszczyznie warstwy.

W powyzszych rozwigzaniach uzyskiwana jest mata wartos¢ indukcyjnosci z jednostki po-
wierzchni, element indukcyjny w ukladzie mikroelektronicznym zajmuje duzg powierzchnie, co powo-
duje obnizenie stopnia integracji, oraz wystepowanie znacznego strumienia rozproszenia charaktery-
stycznego dla ptaskiego uzwojenia spiralnego.

Istotg sposobu wytwarzania bezuzwojeniowych indukcyjnosci do uktaddéw mikroelektronicznych
jest to, ze wykonuje sie naniesienie rozpylaniem magnetronowym warstwy ferromagnetycznej o skta-
dzie (CogasFeeasllo1n)os{AlaOa)ee: Na plytke podtozowa z krzemu przy temperaturze pokojowej
w atmosferze argonu i tlenu w zakresie ci$nieri argonu od 10" Pa do 107 Pa, korzystnie 5,19-107 Pa
i tlenu od 10 Pa do 107", korzystnie 4.4110° Pa, a nastepnie wykonuje sie wygrzewanie stabilizujgce
w temperaturze 575°C, w czasie 10-30 minut, korzystnie 15 minut.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze pozwala na wytwarzanie bezuzwojeniowej indukcy;j-
nosci o indukcji 20 pH/pmS. W konsekwengcji pozwala to na zmniejszenie powierzchni struktury pot-
przewodnikowej przy zwiekszeniu stopnia integracji.

Sposéb wedlug wynalazku zostat objasniony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym
fig. 1 przedstawia przekrd] poprzeczny plytki podiozowej z wytworzonym obszarem bezuzwojeniowej
indukeyjnosci, fig. 2 - zaleznosé kata przesuniecia fazowegqo, wyrazony w stopniach, w wytworzong;
bezuzwojeniowe] indukcyjnosci w funkcji czestotliwosci napiecia pomiarowego.

Obszar elementu 1 naparowanego przy uzyciu rozpylania magnetronowego 6 na warstwie 2
izolacyjnej z dwutlenku lub azotku krzemu na piytce 3 podiozowej z krzemu poddang] wczesnigj
wszystkim operacjom technologicznym wymaganym do wykonania uktadu mikroelektronicznego
i z warstwami 4 metalizacji oraz maska 5 do fotolitografii wykonany jest sposobem wedtug wynalazku.

Przyktad Pitke 3 podiozowa z krzemu o rezystywnosci 10 Q-cm pokrytg warstwg 2 izolacyj-
ng z dwutlenku krzemu o grubosci 0,5 um poddaje sie nanoszeniu rozpylaniem magnetronowym & fer-
romagnetycznego materiatu (CogasFeg45200 10)0,38{ Al2O1)g g2 W atmosferze argonu o cisnieniu 5,‘19-‘10’2 Pa
i tlenu o cisnieniu 4,41-10° Pa przez otwor w masce do fotolitografii & do uzyskania grubosci 1 pm. Tak
dobrane parametry nanoszenia pozwalajg na wytworzenie bezuzwojeniowe] indukcyjnosci. Przygotowa-
ng w taki sposob ptytke 3 podtozowa poddaje sie izotermicznemu wygrzewaniu stabilizujgcemu w tem-
peraturze 575°C w czasie 15 minut. Na rysunku fig. 2 pokazano zaleznos¢ kata przesuniecia fazowego
mierzonego w stopniach od czestotliwosci f, ktory wykazuje, ze przy czestotliwosciach powyzej 100 kHz
wystepuje kat przesuniecia fazowege +90° charakterystyczny dia indukcyjnosci.

Sposobem wedtug wynalazku uzyskuje sie bezuzwojeniowsg indukcyjnosé o indukgji 20 pH/pm3
i rezystywnosci 10° Q'm w zakresie czestotliwosci powyzej 10 kHz.

Zastrzezenie patentowe

Sposdb wytwarzania bezuzwojeniowej indukcyjnosci do uktaddw mikroelektronicznych, zna-
mienny tym, Zze wykonuje sie naniesienie rozpylaniem magnetronowym (6) warstwy materiatu ferro-
magnetycznego o sktadzie (CogasFeg4s5ro10)038(Ab0s)eer W atmosferze argonu o cisnieniach
od 10 Pa do 10" Pa, korzystnie 5,19-107% Pa i tlenu o cisnieniach od 107 Pa do 10 Pa, korzystnie
441107 Pa na ptytke (3) podiozowa z krzemu, poddang wczesnie] wszystkim operacjom technologicz-
nym wymaganym do wykonania uktadu mikroelektronicznego, a nastepnie przeprowadza sie izotermicz-
ne wygrzewanie stabilizujgce w temperaturze 575°C, w czasie 10-30 minut, korzystnie 15 mintt.
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Kat przesuniecia fazowego, stopnie
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